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Voorbereiding practicum 4: 
Stroom- en spanningskarakteristieken: Ohms en niet-Ohms gedrag
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C.1 Opgaven ter voorbereiding van de proef
( zie practicum 1: ‘Netwerken en de wetten van Kirchhoff’

Bijkomende opgaves practicum voorbereiding

1. Bandstructuren
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Bij metalen is de geleidingsband half gevuld, bij isolatoren is de geleidingsband leeg en moeten de electronen een vrij grote bandafstand Eg (~5eV) overbruggen om er te springen. Bij halfgeleiders  is de valentieband vol en de bandafstand Eg kleiner (~1eV), waardoor het gemakkelijker is voor de electronen om er te springen/tunnelen.
Bandstructuur bij n-gedopeerde halfgeleider:
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Eén elektron per vreemd atoom vindt geen plaats meer in valentieband en bezet dan discrete energieniveaus juist onder de geleidingsband. Deze elektronen worden door de vreemde atomen snel afgegeven en naar de geleidingsband aangeslagen en dragen dus bij aan de geleiding.
Bandstructuur bij p-gedopeerde halfgeleider:
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Een tekort van één elektron per vreemd atoom leidt tot een vacante discreet energieniveau juist boven de valentieband. Een elektron uit de valentieband vult dit niveau en zo ontstaat er een gat in de valentieband.
2. p-n junctie
p-gedopeerd silicium plaat en n-gedopeerd silicium plaat:
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Als we ze dicht bij elkaar brengen gaan de vrije electronen uit de n-gedopeerde silicium getrokken worden naar links:
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Deze overgang creert een elektrisch veld totdat een evenwicht bereikt is:
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Indien we er een extern elektrisch veld aanleggen, door bijvoorbeeld de twee uiteinden te verbinden met geleiders op een verschillend potentaal, zal het elektrisch veld in de uitputtingszone ofwel groter, ofwel kleiner worden, afhankelijk van polarisatie. Hiervan een I-V grafiek:
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